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R/i icro-composanretalon pour te calibrage ou I'etalonrrage d'eqaipements ■• - 
de mesxire de ffuo7escBnce~etbiopuce le comportant. 



DoThaihe technique de IMrwentton— — - — 

L'invention concerne un micro-composant etalon pour le calibrage et 
l'£talonnage d'6quipements de mesu re de fluorescence comprenant un substrat 
sur lequel est disposed au moins une couche mince, comportant des 
composants fluorescents definissant un premier niveau de fluorescence. 



Etat de la technique 

Un micro-composant etalon connu (figure 1) comporte uri substrat 1 en verre, 
non fluorescent, sur lequel est deposee une couche 2 en mat§riau organique 
fluorescent, de 3 microns d'epaisseur. II comporte egalement des ouvertures 3 
formees dans la couche 2 par gravure. Ce type de micro-composant permet 
d'obtenir un niveau de fluorescence correspondant a celui de la couche 2. 
Cependant les ouvertures 3 ont approximativement une largeur de 4 microns et 
sont espac^es les unes des autres de 8 microns, ce qui n'est pas satisfaisant 
pour le calibrage des instruments gSneralement employes. 

Le document WO01 59503 d^crit un micro-composant etalon comportant une 

couche fluorescerrte deposee sur uTrsubstratrtl-es t geri^raterrrent utilise - pout 

.etablir. une base de referenceTehtre differents microscopes7eTpour..caracle15s^r. 
une qualite d'image, par exemple en termes de resolution, de contraste, de 
profondeur de champ et de dfstorsion. La couche est recouverte par un masque 
fin, comportant des ouvertures et non fluorescent. Le masque et la couche 



§ 



i^Tplsqu^sfun'sur I'airtrer, ce quriT^cgssTtg-trofe -u^iatibrr^-cte- 




■ fabrtoatiun 



B.-n6aUsatiun-cteia coucher la-reaiisation^ir-mas^^ et-feur- 



diffeTents-.ils-ne-peoventpas etre places sur le meme-plan optique;-ati-risque-de 



5-" - deformed I' image opt i que ^aiameTrireerv&r 



Objet de l'invention 

10 L'invention a pour but un micro-composant etalon ne presentant pas les 

inconvenients des micro-cornposa?iYs _ etaions ae rart anteneur et racne a 

. realiser. 

Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que la couche mince comporte au 
15 moins une zone insolee de maniere a definir au moins un deuxieme niveau de 
fluorescence inf<§rieur au premier niveau de fluorescence. 

Selon un developpement de l'invention, la couche mince comporte. des 
ouvertures definissant un troisieme niveau de fluorescence inferieur aux premier 
20 et second niveaux de fluorescence. 

Selon un mode de realisation preferentiel, la couche mince comporte une 
pluralite de zones insolees de maniere a definir une pluralite de niveaux de 

fluorescence differents. 

.. .. _ - — 

" l™ "Selon uh_\autre:carac_risfrque de l'invention,/1eIm_ra^ 

comporte une pluralite de couches minces superposees, de maniere a definir 
une plurality de niveaux de fluorescence. 



l?irivei^^ 

substratr-atr moins-une sonde- biologique-ef-au moins-un miero-eomposant 
^etft-ci-dessus^ — ■ — ^"^ : ^==a==^— — — r=.— 



jalemeirhpour-o faj et UTrpT oe^cl^ de fe brieatiorr-d%rr^^ ■ 
composant etalon comprenant ie d6p6t sur un substrat d'au moins une couche 
mince fiuorescente definissant un premier niveau de fluorescence, et 1'insolation 
d'au moins une zone de la couche mince. 



10 Description sommalre des dessins 



D'autres avantages et caracteristiques ressortiront plus clairement de la 
description qui va suivre de modes particuliers de realisation de Tinvention 
donnes a titre d'exemples non limitatifs et representes aux dessins annexes, 
15 dans lesquels : 



La figure 1 est une representation schematique d'un micro-composant etalon 
selon Tart anterieur. 

La figure 2 represente schematiquement un premier mode de realisation d'un 
20 micro-composant etalon selon ('invention. 

Les figures 3 et 4 represented un second mode de realisation d'un micro- 
composant etalon selon I'invention, respectivement avant et aprds gravure d'une 
seconde couche mince. 

La figure 5 est une representation schematique d'une biopuce comprenant un 

-25 mtc m-composa i il etalon selorr ft'nverrtiom 

. :". . Les figures^Sret T represented des' troisldme et quatrieme modesrde ;realisation 
d'un micro-composant etalon comportant une couche mince de protection selon 
Tinvention: — " . - . . - 



rjeScYiption de mc^erp^rticu«er^denrea1ig^rorn: 
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I'etalonnage d' equipments- de Tnesu re~de f luorescence, t els-qtre-fes - 



^IcToscopes-de-fl uorescenca co nfac ate ou no rrrcampoTte un substrat I, non= 



fluorescen t , sur lequel est disposee au moins une couche mince 2. Le substrat 
1 est, dereference, constitue par un materiau choisi parmi le silicium, ia silice, 



le quartz, le s plastiques et les verres. 

La couche mince 2 comporte des composants fluorescents definissant un 
■premier ni veau de fluorescence, bile peu t etre realise^en materiau Tiuorescern 



|jl viiiivi • • • - — — ~ — 

ou comporter des particules ou des molecules fluorescentes. Ainsi, elle peut 
etre constitute par une resine photosensible, fluorescente ou comportant des 
particules fluorescentes, telles que la Duramide® 7505 commercialism par la 
15 societe OLIN Microelectronic Material. 

La couche mince 2 est deposee sur le substrat 1, par tout type de procede 
connu. A titre d'exemple, elle peut etre deposee par un procede de dep6t 
chimique en phase vapeur, sous basse pression dit procede LPCVD (« Low 
20 Pressure Chemical Vapor Deposition »), ou sous plasma aussi appele procede 
PECVD (« Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition »). La couche mince 2 
peut egalement etre rSalisee par un dep6t de tetraethoxysilane (Si(OC 2 H 5 ) 4 ou 
TEOS), par un procede de depot par centrifugation d'une couche de photoresine 
connu sous les termes anglo-saxon de « spin-coating », par un dep6t localise de 
-25 resine Tproceci e « lif t-off »), par evaporation, pal p u lveTfeatton-.-Qu pa. trernpagg= 



.."etirage. 



La couche mince Fcomporte, de preference/ au mdiris une ouverture 3 liberant 
la surface du substrat 1. Sur la figure 2, sept ouvertures 3 sont formees dans la 




~" couche mince 2 • et~ elles" cfeffnisseTTt cm" second' niveau tfe -fluorescence - — .f- - 

correspanctent au niveau -tiejfluaresecence du substrat -t. -te~ niveau -de 

~ ffaorese e ff e^ iF ^ ^bregNe^^^^^re^Fa-fois infefietir^E rp^rfe^nWoW-(3o~ 

fluorescence de la-couche mince-2, et preferentiellement~tOO inferieur au 

~s ~ premier niveau de fluorescence. Uensemble- des oavenure^fDrrnB-des- nioilfs — 
et elles sont realisees par tout type d e moyens connus. Elles sont, par exemple, 

formees par gravure, par photolithographie, par photolithographie suivie d'une 
gr avure (procecle « lift-off »>), Ainsi, po ur une couche mince 2 en resine 

photosensible, les ouvertures 3 sont, de preference, reaiisees par une etape de 
10 photolithographie classique (insolation puis revelation chimique). 



La couche mince 2 comporte au moins une zone 2a insolee par une source 
lumineuse 5, qui est, par exemple, une lampe a vapeur de mercure. Deux zones 
2a insolees sont representees sur la figure 2. L'insolation des zones 2a de la 

15 couche mince 2 engendre une oxydation des composants fluorescents reduisant 
leur caracteristique de fluorescence. Ce phenomene plus connu sous le nom 
anglo-saxon de « bleaching » est generalement considere comme nefaste. 
Malgre ce prejuge, ce phenomene est, seion I'invention, utilise pour diminuer, de 
maniere contrdlee, les caracteristiques de fluorescence de la couche mince 2 au 

20 niveau des zones 2a, et done le niveau de fluorescence des zones 2a. 

Les zones 2a ont alors un niveau de fluorescence interm^diaire, inferieur au 
premier niveau de fluorescence de la couche mince 2 non insolee et, dans 
I'exemple demerit, superieur au second niveau de fluorescence des ouvertures 3. 
25 Le cholx des parametie s tela que la longue TaT'd^nde-ra^JuTss- ance et la-peTiodg- 
de temps du fayohnementluMneuxTemis par la source lumineuse 5. determined.: 
le niveau de fluorescence intermediaire, pour qu'il soit inferieur au premier 
niveau de fluorescence de'la couche mince non insolee et su'penetir au second 
niveau de fluorescence, e'est-a-dire, le plus souvent, non nul. Ces parametres 
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^nraii^Ss en fo nc^ 



jj^iduitde' moitie en insolanrt a c ouche- mince^vec -uhe lampe a va peur de =■•• 
avec uhST u^aT^ 14bU0W/ lifet u n e Uui 6e d'msolation-Tte^4e 



minutes. 



Le micro-composant etalon 4, tel que decrit ci-dessus, pr esente Pavantage 



d'etre facile a'realiser. En effet, les techniques de mise en oeuvre sont des 
techniques usuelles en micro-electronique q ui permetten t d'atteind re des 
dimensio ns- de motife de I'ordre de U,3nm. bil es perrnetterit "de taonquer 



collectivement un grand nombre de micro-composants etalons sur un meme 
substrat et le nombre d'etapes de realisation est limite. 

Selon une premiere variante de realisation, la couche mince 2 peut comporter 
une pluralite de zones insolees, de maniere a definir une pluralite de niveaux 
intermediaires de fluorescence differents. Les niveaux de fluorescence 
intermediates sont determines en fonction des caracteristiques locales globales 
d'insolation (puissance et duree d'insolation). Ces caracteristiques globales sont 
obtenues au cours d'une ou plusieurs insolations successes, independantes 
ou complementaires. 

Selon une autre variante de realisation, le micro-composant etalon peut 
comporter en plus, une pluralite de couches minces superposees, pouvant etre 
loTaTeTr^nCparl iellement ou non .nsolees, de mamere a U efiniT -uneim^rte 



luiaiv/mvuw, f 

Niveaux de fluorescence: Chaque .coucReTM&ce-^bmporte au mbins. une. 
ouverture 3 et les ouvertures 3 d'au moins deux couches peuvent etre 
" superposees. Ceci presehte I'avantage de realiseY uri micro-composant etalon 
ayant des dimensions equivalentes a celles des objets que le lecteur, dont on 




' soufiaife Te calibrage ou retalornrage, lit Errparticulier; Pepaisseur duTnateriau 

flUOTescent constituant les matifs-estproche -de-celte -des- zones a mesurer-sur 

i^:r - :r — ' — -ef^p^Q^ ces . par -exe mp l or-bocr ^po rfrr o P g^^^ r dans-des- — == 

* conditions optiques §quivalentes-a celles de lectures usuelles. Uepaisseur du- - " 
5 frncro^orfiposant etaton est, de pr ^fgrence, if i fB r ieuf e^dd^Tricrons, votrHHB — 
microns. 



Ainsi, sur la f igure 3, une seconde couche mince 6 est d£pos6e par tout type de 

moyen approprie sur le micro-composant 6talon 4 comportant une premiere 

10 couche 2 telle que celle decrite a la figure 2. La seconde couche 6 recouvre 

— alors les ouverturesTS", la premiere coucne mince 2 et les zones 2a~insal6~es7-t:e5 

premi&re et seconde couches 2 et 6 ont des caracteristiques de fluorescence 
distinctes, soit par la nature des composants fluorescents respectifs qu'elles 
comportent, soit par ieurs concentrations respectives en composants 

15 fluorescents. 

Une partie de la seconde couche 6 est ensuite retiree (figure 4) par tout type de 
moyen approprie, de maniere a former des zones 6a, 6b et 6c, recouvrant 
respectivement une partie des zones 2a de la premiere couche mince 2, une 

20 partie des ouvertures 3 et une partie de la couche mince 2. Les zones 6b 
d§finissent un troisieme niveau de fluorescence correspondant a la 
caracteristique de fluorescence de la seconde couche mince 6. L'accumulation 
de plusieurs couches minces fluorescentes Tune sur I'autre augmentant d'autant 
le niveau de fluorescence, les zones 6a et 6c, respectivement superposees aux 

25 zones kia er^lanxnacli e mince 2, derinis sb ml un qua U i eme-et-urv cirrqtffeme — 

~.~ " T_njveaux de fluorescence. Les..qilatri6me\et*ci.njqpigrne"niveaux de fluorescence; ~ - ; - 
sont superieurs au niveau de fluorescence le plus eleve des premiere et 
seconde couches 2 et 6 non irisolees. Le micro-composant etalon 4 selon la 
figure 4, comporte alors 5 niveaux de fluorescence differents. 



Le ^^^^^^^^g^^jg sxrr un iu bgr^^ggg^ 
"en^Tealts6e^e^-rondes-t^ sur la-figtire-Srime^opt^^-- - 

■ com perte^^^ 

- micro-co mposanl-Btalan 4v II • est ^s possible de rea lisep-ees- Diopuees- - 
cgmpoTtsntrgnr un ttteme bub ^alT^^lns^mrcro-coH »pubd> >t etatorret^a 
moins une son de biologique. ^ 

Les niveaux de fluorescence du micro-compo sant etalo n peuvent egalement 
etre stabilises dans le temps, en disposant, apres insolation, au moins une 
couche mince de protection, sur au moins une partie des couches minces du 
- micro-composant etalon. La couc h, mince de p.ofect.on permet dl.uM, Uu 
milieu exterieur, au moins une partie des couches minces. 

V 

A titre d'exemple represents sur la figure 6, un micro-composant 4 du type ,• 
represent, sur la figure 2, comporte un substrat 1 non-fluorescent, sur lequel est , 
disposee au moins une premiere couche mince 2 structure. La couche mince 2 
peut egalement etre constitute de molecules biologiques marquees par des 
particules ou des molecules fluorescentes. Dans ce cas, cette couche est 
realisee et definie par tout type de precedes connus dans le domaine des 
biopuces (fonctionnalisation, hybridation, adsorption...). Le micro-composant 
comportant ce type de couche mince peut, alors, servir de biopuce de reference. 

La premiere couche mince 2 est recouverte d'une couche mince de protection 9, 
destinee a isoler la premiere couche mince 2 du milieu exterieur dans lequel se 
— t rouve le ml cto-composa i U 4. Le milieu .xlbi ieuT est-geneial-irient de^ati^msh 
la •coucRe::.de..protectrdn. 9-_e.me_r0Xydation. des co.mpQs^ts; fluoresce.ntsr-; 
contenus dans la couche mince 2, ce qui rend les composants fluorescents 
stables dans le temps. 
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Lai cbu ctie "cte""protection"p6ut etr© opaqire~ou ^eirri-transparente-r torsque la - 
Tecfufe cTu rni^ro^camposant est r£alis6e-artravers-te substrat. he susbstrat est, - 

~ r aTlfl lf^^ -sigfiafcpe offi^e9^##efi? ra —-==-= 

en verre, en silice ou en plastique. Aircontraire, dans le cas -ou la lecture du 

5 micro-composant esfnr§alise^Ticre5rd~ Dppos6 au substra trl a i "Juu che-de— 1 - L -~ 1 
protection 9 doit §tre transparente aux signaux optiques de lecture regus et 
renvoyes par la premiere couche mince 2. Ceci permet d'exciter et d'observer le 

phenomdne de fluorescence, sans le perturber. 



10 La couche mince de protection 9 est realisee par tout type de proc^de appropri§ 
aux exigences de la couche de protection y. A titre crexempie, eue peuTetfe 
realisee par un proced<§ LPCVD, PECVD, par Evaporation, par pulverisation ou 
par spin-coating. Avantageusement, la couche de protection 9 peut etre 
structure par tout type de moyens connus dans la microelectronique, de 

15 maniere a recouvrir, par exemple, au moins une partie des zones fluorescentes. 

Selon une variante de realisation, la couche mince 2 peut etre recouverte par 
une pluralite de couches minces de protection superposees. De plus, la ou les 
couches minces de protection peuvent etre utilises pour renforcer les 

20 caracteristiques de fluorescence de la couche mince 2. Dans ce cas, les 
couches minces de protection peuvent etre du type des couches minces 
decrites dans le document WO-A-0248691 . En particulier, le materiau formant la 
couche mince de protection peut etre choisi parmi les materiaux suivants : Ti0 2 , 
Ta^A, Hf0 2 , Zr0 2 , MgO, Si0 2 , Si 3 N 4 , MgF 2 , et YF 3 ,Ai 2 0 3l Zr0 4 Ti, Y 2 0 3 , le 

25 diamant et les oxyniTrtrres~ t)g"p lus, T6paisseu i de l a couche mince du protection- 
" "-ou de'cW^e.couch'e mince de protection est,:de preferonc.er"c:alc:ulee a partir 
de la formule suivante : n.e = k. X 1 4, dans laquelle n est I'indice de refraction du 
materiau"composant la couche mince de protection pour line longueur d'onde X 
du signal optique de lecture repu par la premiere couche mince, e est 



9 



• — TepaissiUf r'opti^Ufe d g~la couche'de protection elrir^trW^ier impiiF- 



'C dpaisseur 'D'ptiqae'corresponcI' an produit de l'tndto©-cfe-T6fracHon-n- avec — 



Uomme repres6m ^~rta^igure-7r lg-m1 c"fO-cui i ipus Hn l 6lalun pout, comrne-suHa- 
figure 4, comporter une plurality de couches minces 2 et 6 superposees, de 



maniere a definir une pluraiite de niveaux de fluorescence. Apres structuration 
de la couche mince 6, la couche mince de protection 9 est deposee sur le micro- 



composant 4, de maniere a recouvrir, par exemple, totalement les couches 2 et 
10 6 et les parties decouvertes du substrat 1 . Le micro-composant 4, notamment 
destine a I'etalonnage 6vT au _ calibrage aes equipemems de mesure de-la- 
fluorescence, comporte alors plusieurs niveaux de fluorescence proteges 
contre le milieu exteneur. 

15 L'emploi d'une couche mince de protection permet de realiser des micro- 
composants, tels que les puces etalons ou micro-composants etalons, ayant 
des caracteristiques de fluorescence stables dans le temps, ce qui permet de 
realiser des comparaisons entre plusieurs mesures etalees dans le temps ou 
entre differents appareils de mesure, par rapport a une reference invariant dans 

20 le temps. 

L'invention n'est pas limitee aux modes de realisation decrits ci-dessus. Ainsi, 
au moins une partie de la seconde couche mince 6 peut egalement §tre insolee, 
en m§me temps que les zones 2a, avant ou apres, avec des parametres 
-25 d 'insolat i on, tels que la -ionguecrrcT onde, la dmee uu la puissance d'ins otettonr 



Revendications 



_M iero _ G p m p 0sarttr< §^,^^^ d!equip^asQfe^~= 

^rrrrr ~ mesure de fluorescence-eomprenant un substrat (1) sur lequel est dispose© au - 
5 "m ains- une-coucher iniMce (2, 0 ), compo rtent-des- composants : fltrefeseen4 o~ 
d£finissant un premier niveau de fluorescence, caracterise en ce que la couche 
mjnce q 6 ^ comporte au m oins une zone (2a) insolee de maniere a definir au 
moins un deuxieme niveau de fluorescence inferieur au pr emier niveau de 
fluorescence. 

10 

2T~HOTcrd-co mposant etalon selon la revend l ca t ion I, c araclerise en ce que la 

couche mince (2, 6) comporte au moins une ouverture (3) definissant un 
troisieme niveau de fluorescence inferieur aux premier et second niveaux de 
fluorescence. 

15 

3. Micro-composant etalon selon la revendication 2, caracterisg en ce que le 
troisieme niveau de fluorescence correspond au niveau de fluorescence du 
substrat. 



20 4. Micro-composant Etalon selon I'une quelconque des revendications 2 ou 3, 
caracterise en ce que le troisieme niveau de fluorescence est au moins 10 fois 
inferieur au premier niveau de fluorescence. 

5. Micro-composant etalon selon la revendication 4, caracterise en ce que le 

25 troisieme niveau- de-fl tror e scenc e est 100 fois interieur-au -premi er niveau do 

.""".'fluorescence. . *~ ' 77.7' "~777~7\7777~7_". Z ". . .. .....7. " 




^r--t£2 MfcriFcomposarrt etalon- seforrlHine-xp^^ — . 

: — cHracterrse^en ce qua la co(^fre^tnra-(^ un-materiau 

- --• ;=====-, - ^ j=Lr^=S"" m — 



s T. Mtcro^cDmprasantnetal un se l on Fane quelconque x telrrevendicatto 

caracterise en ce que la couche mince (2, 6) comporte une plurality de zones 
insotees de maniere a definir une pluralite de niveaux de fluorescence differents. 



8. Micro-composant etalon selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, 
10 caracterise en ce que la couche mince (2, 6) est constitute par une resine 

photosensiDle. : " — 

9. Micro-composant Stalon selon Tune quelconque des revendications 1 a 8, ^ 
caracterise en ce que le substrat (1) est constitu£ par un materiau choisi parmi . \ 

15 le siliciurn, la silice synthetique, le quartz, les plastiques et les verres. 

10. Micro-composant etalon selon Tune quelconque des revendications 1 a 9, %\; 
caracterise en ce qu'au moins une partie de la couche mince (2, 6) est 
recouverte par une couche mince de protection (9). 

20 

11. Micro-composant selon la revendication 10, caracterise en ce que la couche 
mince de protection (9) est transparente k des signaux optiques de lecture 
re9us et renvoyes par la couche mince (2,6). 

■25 — — 

. .IJj2:;iyiicro-composant selon J'une quBlconqyr^idBs revendications 10 et 11, 
caracterise en ce que le micro-composant (4) comporte une pluralite de 
couches minces de protection (5) superposees; - - ■ ■ 



•137Mtcro--cD-mposan1-seton-fune qUelcon que- des revendications [ggggj; 
" I ^^ct#ris§ : e7r^ la eouehe-minee de proteetion-(9)-est- 



-MgF 2 , YF 3( Al 2 03, ZrQ 4 Ti, Y 2 0 3 , le diamant et les ©xynitrures.- - 



14. Micro-composant selon I'une quelconque des revendications 10 a 13, 
caracterise en ce que I'epaisseur de la couche mince de protection (9) est 
calculee a partir de la formule suivante : n.e = k. X I 4, dans laquelle n est 
I'indice de refraction du mate>iau composant la couche mince de protection (9) 
10 pour une longueur d'onde X du signal optique de lecture recu par la couche 
mince (2, 6), e est I'epaisseur op tiquede la couche mince de protection (9) et k 



est un entier impair. 

15. Micro-composant etalon selon I'une quelconque des revendications 1 a 14, 
15 caracterise en ce que le micro-composant etalon (4) comporte une pluralite de 

couches minces (2, 6) superposees de maniere a definir une pluralite de 
niveaux de fluorescence. 

16. Micro-composant etalon selon la revendication 15, caracterise en ce que les 
20 ouvertures (3) d'au moins deux couches minces (2, 6) sont superposees. 

17. Biopuce caracterisee en ce qu'elle comporte, sur un meme substrat, au 
moins une sonde biologique et au moins un microcomposant etalon selon I'une 
quelconque des revendications 1 a 16. 



"2T 



18. Procecte "de fabrication d'un micro-composanrefalon selon I'une queWhque 
des revendications 1 a 17, comprenant le depSt sur un substrat (1) d'au moins 
une couche mince -(2, 6) fluorescente definissant un premier niveau de 



--13rHVItero^omposarrt-^Ion- I'une- quelconqu^ des-^vendieati0n^0-^t^-2r 



— earaGt£riseer^6e-que le-rfrateriau formantfa^ouehe^inee-depr-oteetf^ — 



Mg^V TE^S^C^ZrCXnT *2U 3 » le aiamant et lesoxynftijures^ 



14. Micro-composant selon Tune quelconque des rovendications 10 a 13, 



caract6ris6 en ce que I'epaisseur de la couche 
calculee & partir de la formule suivante : n.e: = k. X 



10 



15 



20 



25 



mince de protection (9) est 
/ 4, dans laquelle n est 



Pindice de refraction du materiau composanf la couche 
pour une longueur d'onde X du signal optique de lecfcure 
mince (2, 6), e est r e paiss etH^ptique-de-la-eebiehe 
est un entier impair. 



mince de protection (9) 
re?u par la couche 
m i qc o d e protect i on (0) et k- 



15. Micro-composant etalon selon Tune quelconque 
caracteris6 en ce que le micro-composant etalon (4) 
couches minces (2, 6) superposees de maniere a 
niveaux de fluorescence. 



des 



revendications 1 a 14, 
abrnporte une pluralite de 
Jefinir une pluralite de 



16. Micro-composant 6talon selon la revendicatron 15, 
ouvertures (3) d'au moins deux couches minces (2, 6) 



caracterise en ce que les 
s6nt superposees. 



17. Biopuce caracterisee en ce qu'elle comporte, sur 
moins une sonde biologique et au moins un 
quelconque des revendications 1 a 16. 



un meme substrat, au 
microcomriosant etalon selon Tune 



18. Prqc^de de fabrication d'un micro-composant etelon 
des revendications 1 a 16, comprenant le d<§pdt "sur un 
une couche mince (2, 6) fluorescente defiriissant 



selon J'une ciuelconque 
substrat (1) d'au moins 
un premier niveau de 



fluorescen ce-, precede caracterise e n ce qtrtl- consiste-a -irtsoter atf jxioins trrt e 

- - — zone^2a)-de'l£rcoache-rriince. ~ ~~" "~ 

- 19. Proc&te de- fabr ication d'un micro-composant^talon selon- te revendic ation 

~ 1 is rcara ct e r ise e w e z= qcti\ comporte 1e^otrwte¥ubstrattl), d'ui.y pluralite- 

de couches minces superpos ees (2, 6). 

20. Procede de fabrication_d'un micro-composant Stalon selon I'une de s 
revendications 18 et 1 9 ~ caracterise en ce qu'il comporte apres insolation le 
10 dep6t d'une couche mince de protection. 




Fig. 5 
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